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杭州广立微电子股份有限公司

关于拟与浙江大学签署硅光技术及量测装备

联合研发中心共建协议的公告

杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 29日召

开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟与浙江大学签署硅光技

术及量测装备联合研发中心共建协议的议案》。具体情况如下：

为了加速构建覆盖硅光芯片设计、制造、测试、良率提升的系统性解决方案，

把握硅光产业生态发展机遇，公司拟与浙江大学签署《共建“浙江大学-广立微

硅光技术及量测装备联合研发中心”协议》（以下简称“《共建协议》”），共同开

展晶圆级硅光测试设备、硅光器件良率提升解决方案以及硅光高效量产光电监控

方案研发，并建立校企深度融合联动的人才引进与培养机制，助力光电子集成电

路装备与制造行业的高质量发展。

一、合作方基本情况

浙江大学是教育部直属、省部共建的高等学府，是首批进入国家“211工程”

和“985工程”建设和“双一流”建设的若干所重点大学之一。经过一百多年的

建设与发展，学校已成为一所基础坚实、实力雄厚，特色鲜明，居于国内一流水

平，在国际上有较大影响的综合型、研究型、创新型大学。

二、“浙江大学-广立微硅光技术及量测装备联合研发中心”主要研究内容

“浙江大学-广立微硅光技术及量测装备联合研发中心”（以下简称“研发中

心”）深度聚焦硅光产业链最核心的机台开发与良率提升技术攻坚，构建具有自

主知识产权的产业基础设施。

1、晶圆级硅光专用测试系统

（1）研发背景

硅光技术作为数据中心、人工智能及高速通信的核心引擎，正迎来爆发式增

长，但其产业化进程面临严峻测试瓶颈。当前行业普遍依赖改造自电芯片测试设
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备或进口系统，缺乏针对光子器件光学特性（如波长敏感性、相位精度）优化的

专用平台，导致 12英寸晶圆级测试面临三大核心挑战：其一，光栅耦合对准精

度不足，重复定位误差导致测试稳定性差；其二，多通道并行光电信号同步采集

能力缺失，测试效率低下；其三，缺乏对热漂移、应力敏感性的原位监测，误测

率高。这些问题直接造成测试成本高，行业平均良率长期徘徊于低位，严重制约

800G/1.6T 光模块、CPO 等先进技术的量产进程。随着 12 英寸硅光晶圆加速成

为主流，开发自主可控的高精度、高通量专用测试设备，已成为打通硅光芯片设

计-制造-封测全链条、突破产业化瓶颈的战略性需求，亟待通过系统性技术攻关

解决产业痛点。

（2）研发内容

研发中心将投入核心资源突破 12英寸晶圆级硅光专用测试系统的技术壁垒，

填补高速、高精度、高兼容性专用测试机台的产业空白。包括开发高精度自动光

栅耦合对准模块，实现微米级重复定位精度；攻克多通道并行光信号激励与采集

技术；创新晶圆级热-力-光多物理场协同测试方法；设计开放式硬件架构平台，

满足不同工艺节点的硅光芯片测试扩展需求。

2、硅光良率提升与量产监控方案

（1）研发背景

硅光芯片制造良率普遍低于传统电芯片，行业平均约 40-60%，成为制约大

规模商用的关键瓶颈。其特殊性在于光子器件对波导形貌、材料均匀性及界面损

耗的极端敏感性。现有良率管理方法移植自集成电路产业，缺乏针对光子失效机

理的专用分析模型与闭环控制系统，导致缺陷根因追溯困难、工艺窗口优化滞后。

尤其随着 12 英寸晶圆普及与 3D 光子集成技术演进，多工艺层堆叠带来的耦合

损耗累积、应力失配等问题进一步放大良率波动风险。开发融合光学仿真、原位

监测与人工智能的专用良率解决方案，实现从“事后检测”到“实时预测调控”

的范式升级，是突破成本约束、释放硅光技术万亿级市场潜力的战略必需。

（2）研发内容

针对良率提升，研发中心将建立硅光缺陷特征图谱库，通过机台实时反馈的

测试大数据，结合人工智能算法构建工艺-结构-性能的关联模型，识别波导侧壁

粗糙度、耦合损耗、热光系数漂移等关键失效因子的影响规律，并反向指导光刻、



刻蚀等前道工艺优化。同步开发测试-修复闭环系统，对可校准的波长偏移等缺

陷进行原位补偿。

针对硅光量产监控，研发中心将构建量产级良率预测引擎，通过历史测试数

据训练机器学习算法，实现工艺参数调整对最终良率的预判性仿真。最终形成“测

试-诊断-工艺调控”的高效闭环，驱动制造端良率从被动检验转向主动优化范式。

通过机台与良率系统的深度协同，研发中心将形成从设计规则制定、制程参

数优化到测试标准建立的完整技术链条，为硅光芯片规模化量产提供核心装备支

撑与工艺积累，从根本上扭转测试成本高、良率波动大的产业困境，使我国在硅

光产业生态竞争中掌握关键基础设施主导权。

三、《共建协议》主要内容

（一）协议主体

甲方：浙江大学

乙方：杭州广立微电子股份有限公司

（二）合作形式

研发中心为浙江大学非法人内设研究机构，日常运行由浙江大学集成电路学

院负责协调管理。

（三）运营管理模式

研发中心实行管理委员会领导下的中心主任负责制。中心设立管理委员会，

负责中心重大事项决策。管理委员会由 5名委员组成，其中甲方委派 3人，乙方

委派 2人；管理委员会设主任 1名，由甲方委派；设副主任 1名，由乙方委派。

（四）主要合作内容

1、科学研究：建立近期-中期-长期目标牵引的分类长效合作机制，进行近

期目标导向的攻关型、中期目标导向的预研型和远期目标导向的探索型科研合作。

主要研究内容有晶圆级硅光测试设备研发、硅光器件良率提升解决方案研发、硅

光高效量产光电监控方案研发。

2、人才引进与培养：建立校企深度融合联动的高层次人才引育机制；开展

相关教学实践、科研实习等活动；联合培养研究生。

（五）经费来源、使用和管理

1、经费来源：乙方计划 3年内投入中心的资金规模不低于 1500万元人民币。



首期经费 600万元，在本协议生效后一月内由乙方支付给甲方。剩余 900万元经

费，每年不低于 450万元，于每年的 3月底前由乙方支付给甲方。

2、经费使用：中心经费由中心主任根据实际需要支配。中心主任每年向管

理委员会提交经费使用决算方案。中心经费可用于包括但不限于研发基地建设、

仪器设备、水电、材料、分析测试、知识产权、论文著作、工作人员工资与奖金

福利、专家咨询、交通、通讯、办公、场地租用、物业管理等科研支出。

3、经费管理：中心经费在甲方实行独立核算，按浙江大学科研经费管理办

法专款专用，定向为中心使用。

（六）知识产权

《共建协议》生效前，一方独立开发或获取的、为一方所拥有的知识产权，

包括经第三方授权一方有权使用并对外许可使用的知识产权仍归该方所有。双方

承认并同意，对于任何一方在合作过程中为完成本协议约定的各项研究任务而产

生的新知识产权，约定如下：

（1）各方基于自身预先存在的知识产权及非双方合作而产生的新知识产权

归属于该方所有；

（2）除（1）之外的其他新知识产权，归属于甲乙双方共有。甲乙双方共有

的知识产权，任何一方可自行使用（即甲方有权自行实施共有知识产权用于教育

教学，乙方（含控制乙方或被乙方控制的关联公司，此处的“控制”系指直接或

间接持有乙方 50%以上股权或表决权）有权自行实施共有知识产权并独自享有由

此产生的全部收益），但未经另一方书面同意，任何一方不得单方对外公布、发

表，或授权给其他第三方使用，或申请专利、著作权登记、申请商标注册等。

四、本次合作对公司的影响

本次公司与浙江大学共建联合研发中心，以产学研相结合的方式在硅光技术

及量测装备领域进行科学研究、技术研发和人才交流，符合公司硅光领域战略发

展规划，有利于突破硅光芯片晶圆级测试与良率的突出瓶颈，加速构建硅光芯片

设计、制造、测试、良率提升系统性解决方案。

本次合作对公司未来经营业绩和经营成果的影响需视具体合作的推进和实

施情况而定，预计短期内对公司经营业绩不会产生重大影响。

五、特别风险提示



在合作过程中，研发中心能否良好运营和取得预期效果受行业政策、管理水

平和科技水平等多种因素的影响，具体研发项目和技术成果存在一定的不确定性。

六、备查文件

1、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；

2、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会战略决策委员会第八次会议

决议；

3、《共建“浙江大学-广立微硅光技术及量测装备联合研发中心”协议》；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司董事会

2025年 9月 30日
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